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lerwpRade under Rule 4.9(a) (mark the applicable ched^Jm; 



The following designations are here^^adc under Rule 4.9(a) (mark the applicable cAecSBR.* <*' kajr one must be marked): 
Regional Patent 

H AP ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mozambique, SD Sudan, SL Sierra Leone, 

SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State 

of the Harare Protocol and of the PCT 
0 EA Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, 

RU Russian Federation, TJ Tajikistan, TM Turkmenistan, and any other State which is a Contracting State of the Eurasian Patent 

Convention and of the PCT 

13 EP European Patent: AT Austria, BE Belgium, CH and LI Switzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany, 
DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB United Kingdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg! 
MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, and any other State which is a Contracting State of the European Patent: 
Convention and of the PCT 

E3 OA OAPI Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African Republic, CG Congo, CI Cote d'lvoire, CM Cameroon, 
GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any 
other State which is a member State of OAPI and a Contracting£tate of the PCT (if other kind of protection or treatment desirea, 
specify on dotted line) 

National Patent (if other kind of protection or treatment desired, specify on dotted line): 

H AE United Arab Emirates gj LC Saint Lucia 

0 AG Antigua and Barbuda g| LK Sri Lanka 

0 AL Albania Q LR y beria 

gj AM Armenia . gj LS Lesotho 

0 AT Austria aid utility model 0 LT Lithuania 

(2 AU Australia 0 LU Luxembourg 

0 AZ Azerbaijan (3 LV Latvia 

0 BA Bosnia and Herzegovina gj MA Morocco 

H BB Barbados 0 MD Republic of Moldova 

0 BG Bulgaria 13 MG Madagascar 

0BR Brazil Q MK The former Yugoslav Republic of Macedonia 

0 BY Belarus gj MN Mongolia 

H BZ Belize (3 MW Malawi 

53 CA Canada 0 MX Mexico 

13 CH and LI Switzerland and Liechtenstein (3 MZ Mozambique 

0 CN China 0 NO Norway 

0 CR Costa Rica (2 NZ New Zealand 

0 CU Cuba (S| PL 

0 CZ Czech Republic . . and .utility mxfel 0 PT Portugal 

H DE Germany snd utility. TOcfel 0 RO Romania 

0 DK Denmark and utility, wxfel 0 RU Russian Federation 

BD DM Dominica SD Sudan 

Si DZ Algeria 0 SE Sweden 

0EE Estonia and utility, mocfel SG Singapore 

0 ES Spain 0 SI Slovenia 

g) FI Finland and utility, model 0 SK Slovakia and utility OTXfel 

El GB United Kingdom gj SL Sierra Leone 

E3 GD Grenada H TJ Tajikistan 

0 GE Georgia 0 TM Turkmenistan 

EI GH Ghana 0TR Turkey 

H GM Gambia H TT Trinidad and Tobago 

12 HR Croatia 13 TZ United Republic of Tanzania 

E3 HU Hungary B UA Ukraine 

Kl ID Indonesia 0 UG Uganda 

13 IL Israel (2 US United States of America 

SI IN India B UZ Uzbekistan 

Kl IS Iceland C3 VN Viet Nam 

(2 JP Japan 13 YU Yugoslavia 

El KE Kenya £3 ZA South Africa 

EJ KG Kyrgyzstan 0 ZW Zimbabwe 

E3 KP Democratic People's Republic of Korea Check-box reserved for designating States which have become 

0 KR Republic of Korea t0 lhe PCT after issuance of this sheet: 

IS KZ Kazakhstan 

Precauti nary Designation Statement: In addition to the designations made above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other 
designations which would be permitted under the PCT except any designation(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded 
from the scope of this statement. The applicant declares that those additional designations are subject to confirmation and that any 
designation which is not confirmed before the expiration of 1 5 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant 
at the expiration of that time limit. (Confirmation (includingjees) must reach the receiving Office within the 15-month time limit.) 
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Box No. VI PRIORITY CLAIM 



I"! Further priority claims are indicated in the Supplemental Box. 



Filing date 
of earlier application 
(day/month/year) 



Number 
of earlier application 



Where earlier application is: 



national application: 
country 



regional application:* 
regional Office 



international application: 
receiving Office 



item(l) 

10 September 1 
(10,09.1999) 



9V9 



9903232-8 



Sweden 



item (2) 

10 September 1 
>t y B; 09.1999) 



9^9 



9903233-6 



Sweden 



The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy 
of the earlier application(s) (only if the earlier application was filed with the Office which for the 
purposes of the present international application is the receiving Office) identified above as item(s): 



(1), (2) 



* Where the earlier application is an AR1PO application, it is mandatory to indicate in the Supplemental Box at least one country party to the Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property for which that earlier application was filed (Rule 4.10(b)(ii)). See Supplemental Box. 



Box No. VII INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY 



Choice of International Searching Authority (ISA) 

(if two or more International Searching Authorities are 
competent to carry out the international search, indicate 
the Authority chosen: the two-letter code may be used) : 

ISA / SE 



Request to use results of earlier search; reference to that search (if on earlier 
search has been carried out by or requested from the International Searching Authority): 



Date (day-month year) 



Number 



Country (or regional O ffice) 



Box No. VIII CHECK LIST; LANGUAGE OF FILING 



25 



This international application contains 
the following number of sheets: 

request 4 \J J 

description (excluding 
sequence listing part) 

claims 

abstract 

drawincs 

V 

sequence listing part 
of description 



71 



Total number of sheets 



39V 



This international application is accompanied by the item(s) marked below: 

1 . fee calculation sheet 

2. (3 se P arate signed power of attorney 

3. Q copy of general power of attorney; reference number, if any: 

4. Q statement explaining lack of signature 

5. Q priority document(s) identified in Box No. VI as item(s): 

6. Q translation of international application into (language): 

7. Q separate indications concerning deposited microorganism or other biological material 

8. Q nucleotide and/or amino acid sequence listing in computer readable form 

9 .Tg^ other (specify): Copy of Office Action 



Figure of the drawings which . - 
should accompany the abstract: rig. 1 


Language of filing of the 

international application: bWBdlSn 


Box No. IX SIGNATURE OF APPLICANT OR AGENT 



NeM to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in M'hich the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request). 

L.A.GROTH & Co.KB 




Ingmari Joh&rfsson JlKjbjorn 






ving Office use onl 1 

0 7 -09- 20C 




I . Date of actual receipt of the purported 
international application: 


10 


2. Drawings: 
p^J received: 

| J not received: 


3. Corrected date of actual receipt due to later but 
timely received papers or drawings completing 
the purported international application: 


4. Date of timely receipt of the required 
corrections under PCT Article 1 1(2). 


5. International Searching Authority . /c£^ 
(if two or more are competent): l«A 


6. | | Transmittal of search copy delayed 
1 1 until search fee is paid. 




tional Bureau use or 

2000 


ily 


Date of receipt of the record copy j #\ ApTAf: r "D 
by the International Bureau: | £ ULIUuCu 


{ 1 2. 10. 00 ) 
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10 

UPPFINNINGENS BENflMNING; 

Forfarande fflr en framstailning av en matris samt en matris 

15 salunda framstalld. 



TEKNISKT QMRAPE 

20 Fdreliggande uppfinning h&nf6r sig i f6rsta hand till ett 

f6rfarande for en f ramst&llning av en matris under utnyttjan- 
de utav ett original. 

Mera speciellt avser foreliggande uppfinning ett fdrfarande 
25 f6r en f ramstailning av en s&dan matris som i vart fall kom- 
mer att kunna uppvisa ett ytavsnitt med en negativ mikro- 
struktur, avsedd att som en positiv mikrostruktur kunna av- 
bildas p& ett i en plastmaskin framst&llt objekt, sasom en 
plastdetal j . 

30 

Matriser av hithftrande slag £r anpassade f6r att som en form- 
rumsinsats kunna ingS i ett formrum eller en kavitet i en, 
plastdetaljer bildande eller f ramstailande, enhet fOr att vid 
f ramstSllningen l&ta tilldela namnda plastdetaljer ett mot- 
35 svarande ytavsnitt med en positiv mikrostruktur. 

Begrepp som negativ eller positiv mikrostruktur anv^ndes i 
denna ansfckan enbart i det syftet att kunna klariagga mikro- 
strukturens fOrSndrade form i matrisen eller i f ormrumsinsat- 
40 sen och den d^rav replikerade mikrostrukturen i plastdetal- 
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2 

jen. 

Uppfinningen omf attar darutttver en matris, 13mpligen fram- 
staild enligt fSrfarandet. 

5 

FramstSllningen av matriser enligt fttrfarandet f6r fSreligg- 
ande uppf inning bygger p& att ett original, med ett ytavsnitt 
uppvisande en skarp positiv mikrostruktur, utnyttjas f5r att 
p& detta original kunna applicera i vart fall ett lager eller 
10 skikt av matrisbildande material och/eller en materialsamman- 
sattning, varvid detta material skall vara valt att motstS de 
krafter som verkar pa en f ormrumsinsats i en plastdetaljer 
formande maskin. 

15 Nar matrisen eller formrumsinsatsen Sr fSrdiguppbyggd vidta- 
ges dtg&rder f5r att lAta avl&gsna matrisen frSn n&mnda 
original eller avlagsna materialet i originalet, s& att mat- 
risens mikrostrukturrelaterade ytavsnitt, med en negativ 
skarp mikrostruktur, kommer att framtrada. 

20 

Fdreliggande uppfinning avser mera speciellt att kunna konuna 
till anv&ndning vid till&mpningar d3r mikrostrukturen &r vald 
med en sp&rbredd eller motsvarande mindre Sn 500 um, s&som 
inom omr&det 500-0,1 urn, men kan givetvis utnyttjas fttr 
25 storre sp&rbredder. 

Aven om uppfinningen anvisar mdjligheten att pit ett original, 
s&som en kiselskiva, forma en matris som kan ing& i en 
plastdetaljer bildande enhet som en f ormrumsinsats s& 
30 erbjuder uppfinningen att fr&n en sddan matris eller liknande 
kunna bilda en annan matris med omvSnd mikrostruktur „ 

TEKNIKENS TIDIGARE STAnDPUNKT 

35 Beaktas de med fttreliggande uppfinning fGrknippade egenhe- 
terna kan nSmnas att genom patentpublikationen EP-A1-0 400 
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947 ar det tidigare kant en metod fbr att l&ta framstaila en 
vasentligen frist&ende diamant eller diamantliknande film 
(16), med en Onskad profil och dar metoden innef attar; 

5 - applicerandet p& ett fast substrat (10), med en yta (12) 

anpassad med en form som svarar mot den onskade profilen, ett 
tunt karbidskikt (14), 

- applicerandet av en av kristallin diamant best&ende eller 
10 diamant liknande film (16) till karbidskiktet (14) och av- 

lagsna substratet ( 10 ) . 

I patentpublikationen EP-A1-0 417 924 visar en metod f6r att 
l&ta framstaila formade diamantartiklar, vilken metod om- 
15 fat tar; 

- bildandet av en reaktiv gas eller kemisk &nga, dar namnda 
gas innefattar aktivt kol och medel f6r att bilda en diamant- 
deposition mot ett p& fdrhand bestamt substrat, 

20 

- utnyttja en icke-plan modell, med en p& fGrhand bestamd 
form, dar ytan f5r model len ar anpassad for att p& denna 
kunna uppbygga ett lager av diamant fr&n den namnda &ngan, 

25 - d&r den icke-plana modellen darutbver ar tilldelad f6rm&gan 
att kunna siappa ett diamantlager, format dartill via en 
kemisk &ngf asdeponering, 

- bildandet av ett lager av syntetisk diamant mot den icke- 
30 plana modellen genom att l&ta ytan f6r den icke-plana 

modellen f& bringas till en kontakt med Angan under s&dana 
omstSndigheter d&r diamantuppbyggandet bildar en syntetisk 
diamantartikel, med en form som ansluter sig till formen fOr 
den icke-plana modellen och 

35 

- l&ta aviagsna den syntetiska diamantartikeln fr&n namnda 
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icke-plana modell. 

Till teknikens tidigare st&ndpunkt h&r avenledes en artikel; 
-CVD Replication for Optics Applications- av Jitendra S. 
5 Goela, Raymond L. Taylor, publicerad i SPIE Vol. 1047, 

Mirrors and Windows for High Power/High Energy Laser Systems 
(1989), i vilka det beskrives en deponeringsprocess under 
utnyttjandet utav en kemisk &nga fttr att l&ta replikera 
former, monster och hCgref lektiva ytor i infrardda str&lar 
10 ttverftirbara optiska material (ZnS, ZnSe) och spegelmaterial 
(Si, SiC) f6r ett flertal tiliampningar. 

Det ar aven k&nt genom patentpublikationen EP-A1-0 442 303 en 
metod f5r att kunna producera tredimensionella, av diamant 
15 formade, arbetsstycken eller detaljer som omf attar; 



20 



a) 



placera i en kammare en modell upphettad till en 
CVD diamant formade temperatur (500 till 1100 °C), 
dar modellen utg6r en negativ form av arbets- 
stycket, 



b) 



applicera eller tillfGra en kolvate/vate 
gasblandning till namnda kammare, vid ett tryck 
av 0,013 till 1334 mbar (0,01 till 1000 torr), 



25 



c) 



Stminstone skapa en partiell nedbrytning eller 
s5nderdelning av namnda gasblandning i namnda 
kammare fdr att bilda ett CVD diamantlager p& mer 
an en yta fOr namnda modell och 



30 



35 



d) 



aviagsna namnda modell fr£n namnd CVD-diamant- 
lager fttr att bilda namnda diamantarbetsstycke, 
vilket darmed kommer att uppvisar en ytkarak- 
taristika fOr ytan far modellen, till vilken den 
formats • 
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Mera speciellt visas har i figurerna 5A, 5B och 5C ett steg- 
format eller sp&rf6rsett m6nster, framstailt frSn molybden, 
dar identiska parallella sp&r formar ett rutm6nster, med 5 mm 
avst&nd, efter en maskinbearbetning . 

5 

Spire t 32 har en bredd av 0,03 inch (0,76 mm) och ett djup av 
0,013 inch (0,33 mm) samt 5 mm mellan spdrens centrallinjer . 
Tjockleken f6r plattan ar vald till 3,81 mm. 

10 Delar av arbetsstycket 34 ar harvid lttdda mot ett karbidsub- 
strat, f6r att bilda ett skarande verktyg. 

Fbrfaranden f5r att l&ta framstaila en matris, med i vart 
fall ett ytavsnitt uppvisande en negativ mikrostruktur, dar 
matrisen ar anpassad att som en formrumsinsats kunna ingd i 
ett formrum eller en kavitet i en plastdetaljer bildande 
enhet fttr att tilldela namnda plastdetaljer ett motsvarande 
ytavsnitt med en positiv mikrostruktur, varvid ett original, 
med ett ytavsnitt uppvisande en positiv mikrostruktur, ut- 
nyttjas fdr att p& detta original applicera lager p& lager av - 
matrisbildande material och/eller materialsammansattningar 
samt darefter l&ta aviagsna matrisen fr&n namnda original 
eller aviagsna materialet i originalet ar ocks& tidigare 
kanda . 

Vid ett fttrfarande av ovan angiven beskaf fenhet ar det ocks& 
kant att i en ef ter bear bet ande process l&ta beiagga matrisens 
negativa mikrostruktur med ett materialskikt, som i sig har 
goda h&llbarhetsegenskaper mot pSkanningar i den plastformade 
enheten nar den nyttjas som en formrumsinsats. 

Det ar ocksi kant att varje applicerande utav s&dana ytterli- 
gare och f5rstarkande materialskikt mot en matris n&got f5r- 
samrar exaktheten i den negativa mikrostrukturen fOr matrisen 
35 och darigenom fttrsamras n&got kvalit6n hos den posit iva mik- 
rostruktur som skall ttverfttras till plastdetaljen. 



15 



20 



25 



30 
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Det ar aven kant att en plastmassas slitage pS formrumsinsat- 
sen ar stor och att den mikrostrukturen uppvisande ytan m&ste 
beiaggas med ett slitt&ligt material, speciellt om plastmas- 
5 san inneh&ller ett slipande fyllnadsmaterial, s&som kvarts* 

S&dana fyllnadsmaterial kan aven vaijas fr&n s&dana material 
som konuner att ge en lSg termisk expansionskoef f icient, s&som 
0 eller nara noil, alternativt erbjuda fttrbattrade uppstyv- 
10 ande egenskaper ur mekanisk synvinkel. 

Till teknikens tidigare stSndpunkt hdr avenledes f 61 j ande 
publikationer : 

Oil Patent Abstracts of Japan, abstract of JP 2 225 

688. publ . 1990-09-07 & JP-2 225 688- A samt 

Derwent's abstract. No 1990-316 827 , week 9042. 

Har visas och beskrives en metod fttr att bilda en karna, med 
ett relief relaterat exakt monster p& dess yta, en icke- 
elektrisk piaterad belaggning av ett forsta lager pa karnans 
yta samt att doppa den piaterade karnan i ett elektrobad innan 
en oxidation av den icke-elektriskt piaterande beiaggningen 
fttretages. En stark fbrbindning mellan modellen och den icke- 
elektriska beiaggningen tillfdrsakras. 

Har anvisas att en epoxiplast tillf6res, via et inlopp (9b), 
25 som ett fdrstarkande medel (9a), genom vilket en dyna (9) med 
reverserat mdnster (8) bildas. Darefter appliceras en icke- 
elektriskt piaterande belaggning till dynan eller karnan (9) 
f6r att bilda en piaterad beiaggningen (10)* 

30 Denna belaggning (10) ttkar sin hSrdhet enar en blandning av en 
komponent av ett reducerande medel i piateringsbadet och en 
piaterad metall utnyttjas och att darmed bildas ett reverserat 
monster (1). 



15 
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Innan ytan f6r den piaterade bel&ggningen oxideras eller efter 
det ytan ruggasts upp Sci appliceras till den ovan angivna ytan 
ett elektrobildat lager 12. 

5 

Genom att dSrefter skala av de ovan n&mnda laminerande beiagg- 
ningarna ftbr dynan (9) s& erh&lles en elektrobildad formkropp 
(1) best&ende av ett piaterat lager (10) och ett elektrobildat 
lager (12) som ar fSrbattrat i adhesivt hSnseende och med ett 
10 inverst mbnster (11). 

D2) Patent Ab stracts of Japan, abstract of JP 3 342 
787. publ. 1991-10-30 & JP-3 243 787-A samt 

Perwent's abstract, No 1991-364 686, week 915Qt 

H&r visas p§ en av metall formad gjutform (4), fdrsedd med en 
formbildande urtagning i form av ett djupt h&l (51)med ett sp&r 
15 (52). 

I detta fall s& bestir en master med utspr&ng (11 och 12) mot- 
svarande h&let (51) och sp&ret (52) av aluminium. 

20 Ett nickelpiaterat lager (2), i vilket ingar hdrda keramiska 
fina partiklar fr&n SiC, TiC, TiN, etc. bildas mot ytan fdr 
mastermbnstret ( 1 ) . 

Ett av nickel best&ende skal (3) blir d&rut5ver bildat. 

25 

M5nstret uppldses i NaOH och avlcigsnas och den Sterst&ende 
delen av skalet (3) formas till en specif ik storlek och infdres 
i den konkava delen av gjutformen (4). 

30 H&rigenom bildas ett pl&terat lager med en h&rd och j&mn yta 
inom vilken det keramiska partikelformade materialet &r enhet- 
ligt fdrdelat och underl&ttar slappandet av den formade produk- 
ten f6r gjutformen. 
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1231 EP-400 672-A2. 

Har visas och beskrives en teknik fttr att bilda en g jut form far 
att kunna replikera ett stort antal plastdetaljer. 

5 

H&r uppvisar gjutformen ett hologram eller andra mikrostruk- 
turer som skall OverfOras till utsidan f5r en gjuten artikel 
eller detal j . 

10 Gjutformen framstailes genom att elektrodeponera en metall till 
modellen fdr artikeln som skall gjutas. 

Innan denna deposition utfbres s& skall hologrammet eller annan 
mikrostruktur bildas till ytomr&den f<5r modellen genom k3nd 
15 teknik. 

P4) Patent Abstracts of Japan, abstract of JP 4 089 
21 2 , Publt 1 99 2 -03- 2 3 & JP- 4 089 212- ft samt 
Per w e n t's abstract , Np 1992-147 406 , week 9218. 

H3r visas ett arrangemang d£r plast infGres mellan en g jut form 
(1) och en glaslins (5) och d^r plasten h&rdar s& att ett 
plastlager (4) bildas till linsen (5) med en mellanorienterad 
20 kolfilm (2), 

P5) Patent Abstracts of Jap an, abstract of JP 5 169 

459, pwbl. 1993-07-09 ft JP-5 169 459- ft samt 
Percent's abstract. Wo 1993-252 170, week 9332. 

H£r visas att ett basmaterial f6r en g jut form och en del d&rav 
belSgges med en h&rd kolfilm eller diamantliknande kolfilm 
25 (DLC-film). 



Dfil EP-856 592-ftl. 

H3r visas och beskrives ett substrat (1) som ar t£ckt, 
dtminstone delvis, med ett lager (1), som best&r av ett antal 
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lageruppbyggnader (2), d&r varje s&dan uppbyggnad innef attar; 

ett fOrsta diamantliknande av nanokompositer best&ende lager 
(3) narmast substratet och uppvisar samverkande natverk av en 
5 C:H och en Si:0, 

ett andra av diamantliknande kompositer bestdende lager (4) 
Over namnda fttrsta lager (3), 

10 ett mellanliggande lager (5) mellan namnda ftfrsta och andra 

lager och som best&r av en blandning av namnda fdrsta och andra 
lager och 

nSr antalet lagerstrukturer ovan Overstiger ett (1) s& f6re- 
15 finns ytterligare ett mellanorienterat lager (7). 

H21 OB-2 284 175-A. 

Har visas och beskrivs en g jut form med utprSglade goda slapp- 
ningsmojligheter, speciellt vid en framstallning av golf bolls- 
20 karnor. 

Har f6resl&s vidare att formkroppen skall vara t&ckt av ett 
tungstenkarbidlager inom omr&det 2 till 20 urn. 

SRI US-4 546 951-ft. 

25 

Har visas och beskrives en gjutform f6r att kunna inkapsla 
delar i ett plastmaterial . 

Ett lager av h&rt material, s&som ett nitritlager, ar applice- 
30 rat med hjaip av &ngdeposition i vacuum vid en h8g temperatur 
till i vart fall speciellt valda ytomr&den* 
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REDORfiRELSE FOR fSrELIGGANDE UPPFINNING 

TEKNISKT PROBLEM 

Beaktas den omstandigheten att de tekniska Sverv&ganden som 
en fackman inom hithSrande tekniskt omr&de m&ste g6ra f6r att 
kunna erbjuda en ISsning p£ ett eller flera stailda tekniska 
problem ar dels initialt en insikt i de Atgarder och/eller 
den sekvens av Stg&rder som skall vidtagas dels ett val av 
det eller de medel som erfordras och med ledning hSrav torde 
de efterf61jande tekniska problemen vara relevanta vid fram- 
bringandet av fdreliggande uppf inningsf6rem&l. 

Under beaktande av teknikens tidigare st&ndpunkt, s^som den 
beskrivits ovan, torde det darf6r framstS s&som ett tekniskt 
problem att kunna skapa s&dana fttrutsattningar att en matris, 
framstaild mot ett original , skall ha ett f6r matrisens upp- 
byggnad avsett slittSligt fbrsta materialskikt, dar detta 
materialskikt avenledes skall uppvisa s&dana egenskaper att 
matrisen kan, med enkla ytterligare behandlingar, direkt 
inplaceras i en formhalva i en plastdetaljer bildande enhet 
som en formrumsinsats. 

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna valja i vart fall 
det namnda f6rsta materialskiktet, far att kunna bilda matri- 
sen , med f6r den avsedda kommande tiliampningen anpassade 
25 goda egenskaper, n&r det gailer sSdana kriteria som h&llbar- 
het, benagenhet f8r plastmaterialet att kunna siappa fr&n 
matrisens mikrostrukturtilldelade yta eller ytor, och andra 
motsvarande fdrutsattningar . 

30 Det ligger ocks& ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav och fGrdelarna fdrknippade med att ISta ett, mot 
originalet applicerat, farsta tunt materialskikt, fttr att 
bilda matrisen, v&ljas med utprSglade goda h&llbarhetsegen- 
skaper vid framstailningen av plastdetaljer, utpraglade goda 

35 egenskaper nar det gailer plastdetaljens fOrmSga och benSgen- 
het att siappa fr&n matrisen efter en formning, en hardning 
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eller en polymerisering av utnyttjat plastmaterial (l&g frik- 
tion) och utpraglade goda egenskaper f6r att kunna bibeh&lla 
ett skarpt mfcnster f6r det mikrostrukturtilldelade ytavsnit- 
tet. 

5 

Det ligger ocksS ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav och fCrdelarna fGrknippade med att som namnda 
fSrsta materialskikt lSta vaija ett tunt diamantrelaterat 
materialskikt som uppvisar, fttrutom hSrda och slltstarka 
10 egenskaper aven l&g friktion och utpraglade goda siappegen- 
skaper mot den formade plastdetaljen, 

Det ar darut5ver ett tekniskt problem att kunna inse betydel- 
sen utav och fOrdelarna fSrknippade med att Ihta utnyttja 
15 appliceringsmetoder som bygger p& en kristallin diamantbe- 
laggning, s&som CVD (Chemical Vapor Deposition )-tekniken 
(750-800 grader C) eller PVD (Physical Vapor Deposition)- 
tekniken. 

20 Det ar daruttfver ett tekniskt problem att kunna inse betydel- ^ 
sen utav och fOrdelarna fGrknippade med att l&ta utnyttja 
appliceringsmetoder som bygger p& ett applicerande av ett 
h&rt och slitstarkt materialskikt, med lagre temperaturkrav 
eller DLC (Diamond Like Carbon )~skikt (ca 200 grader C), s&- 

25 som nitrider, karbider och liknande. 

Det ar darmed ett tekniskt problem att l&ta vaija ett fr&n 
CVD-tekniken bildat skikt eller ett DLC-skikt eller ett annat 
skiktmaterial, som visat sig vara relevant fttr en utvald och 
30 anvisad tiliampning. 

Det ligger ocksi ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav att l&ta namnda fbrsta materialskikt fk vaijas 
med en p& fGrhand bestamd tjocklek, dar den valda tjockleken 
35 blir beroende av aktuellt materialval i det fdrsta material- 
skiktet, mikrostrukturens form och dimensioner samt val av 
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plastmaterial och valt fyllnadsmedel. 

Det synes vidare vara ett tekniskt problem att kunna vSlja 
ett material och/eller en mater ialblandning i ett andra 
5 och/eller ett tredje skikt (ett mellanskikt) i kombination 
med en vald tjocklek f5r materialet 1 dessa skikt. 

Det ligger ocks& ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav och ftirdelarna fSrknippade med att lAta ett ut- 
10 nyttjat original f& v£ljas som en kiselskiva eller motsvaran- 
de, med en darp& utformad positiv mikrostruktur, och att 
nSmnda kiselskiva, efter uppbyggnad av matrisen, kan aviags- 
nas medelst en basisk etsning. 

15 Det ligger ocks& ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav att f5r n&mnda basiska etsning l&ta vSlja KOH, 
NaOH eller motsvarande vStskor. 

Det ligger ocksS ett tekniskt problem att kunna inse betydel- 
20 sen utav och fdrdelarna forknippade med att som ett andra 
materialskikt l&ta v&lja en blandning av DLC och Ni. 

Det ligger d& ett tekniskt problem i att kunna inse betydel- 
sen utav att l&ta namnda andra materialskikt f& vSljas med en 
25 mot till&mpningen svarande tjocklek. 

Det ligger ocksS ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav att utnyttja ett tredje materialskikt och att i 
s& fall l&ta vaija detta materialskikt att innefatta enbart 
30 eller i vart fall till en Sverv&gande del nickel ♦ 

Det ligger d&rutdver ett tekniskt problem i att kunna inse 
betydelsen utav att l&ta nSmnda tredje materialskikt f& 
vaijas med en mot till&mpningen svarande tjocklek. 

35 

Det ligger ocksA ett tekniskt problem i att som ett f jSrde 
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materialskikt kunna vaija en piatering av nickel och d&r 
n&mnda materialskikt kan vaijas med en mot tillSmpningen 
svarande tjocklek. 

5 Det ligger ocks& ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav att l&ta nSmnda fbrsta materialskikt , s&som be- 
st&ende utav ett DLC-skikt, fk appliceras medelst ett sputt- 
ringsf 6rf arande . 

10 Det ligger ocksi ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav att l&ta det andra materialskiktet, sSsom en 
blandning av DLC och Ni, f& appliceras medelst ett sputt- 
ringsf 6rf arande . 

15 

IiQ S N I N PE N 

F5r att kunna 16sa ett eller flera av de ovan angivna teknis- 
ka problemen utg&r nu ffcreliggande uppfinning ifr&n ett fttr- 
f arande fbr en framstSllning av en matris, och en s&lunda 

20 framstaild matris med i vart fall ett ytavsnitt uppvisande en . 
mikrostruktur, varvid matrisen &r anpassad fbr att kunna ing& 
i ett formrum eller en kavitet som en formrumsinsats i en 
plastdetaljer bildande enhet fdr att tilldela namnda plastde- 
taljer i ett motsvarande ytavsnitt en motst&lld mikrostruk- 

25 tur, varvid ett original, utnyttjas f6r att p& detta original 
applicera lager p& lager av matrisbildande material och/eller 
materialsammansattningar samt d&refter lSta aviagsna matrisen 
fr&n n&mnda original eller mera fGrdelaktigt avlSgsna mate- 
rialet i originalet f6r att blottl&gga matrisen och den mik- 

30 rostrukturen tillhSriga ytan. 

Vid ett s&dant tidigare kant f6rfarande anvisar fOreliggande 
uppfinning att som ett mot originalet applicerat fSrsta mate- 
rialskikt , fbr att tillsammans med ett antal ytterligare 
35 materialskikt kunna bilda matrisen, vSljes ett material med 
utprSglade goda h&llbarhetsegenskaper vid framstailning utav 
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plastdetaljer, utpraglade goda egenskaper nar det gailer 
plastdetaljens fdrm&ga att kunna siappa fr&n matrisen efter 
en formning, en h&rdning eller en polymerisering av utnyttjat 
plastmaterial och utpraglade goda egenskaper nar det gailer 
5 att bibehfilla m6nstret £6r mikrostrukturtilldelade ytavsnitt. 

S&som fdreslagna utf brings former, fallande inom ramen f6r 
uppf innings tanken, anvisas nu att som namnda fSrsta material- 
skikt kan vaijas ett h&rt och slitstarkt tunt materialskikt, 
10 med en l&g friktion mot och bra siappegenskaper f6r 
plastmaterialet . 

Som namnda £5rsta materialskikt kan vaijas ett kristallint 
diamantskikt, sSsom ett DLC-skikt eller ett skikt som kan 
15 appliceras med CVD-teknik och/eller PVD-teknik (Physical 
Vapor Deposition). 

Det fbrsta materialskiktet skulle aven vid vissa tiliamp- 
ningar kunna utg6ras av nitrider, karbider och liknande. 

20 

Det ftfrsta materialskiktet b6r kunna appliceras till en 
tjocklek av 0, 1-100 urn. 

Ett andra materialskikt, med god vidhaftande f6rmdga till det 
25 f5rsta materialskiktet, appliceras till det f5rsta material- 
skiktet, dar namnda andra materialskikt kan utgtfras av DLC-, 
titan- och/eller kromskikt. 

Namnda andra materialskikt b6r kunna appliceras till en 
30 tjocklek av 0,05-2,0 urn. 

Ett tredje materialskikt, med god vidhaftande fttrm&ga till 
det andra materialskikten, appliceras till det andra skiktet 
och att namnda tredje materialskikt kan utgdras av ett 
35 nickelskikt. 
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NSmnda tredje materialskikt b6r kunna appliceras till en 
tjocklek av 0,05-2,0 urn* 

N&mnda andra materialskikt och namnda tredje materialskikt 
5 kan ocksS kombineras till ett mellanorienterat skikt, med en 
vald h5g DLC-andel eller en h£g titan- och/eller kromkon- 
centration invid en gr&nsyta mot n&mnda fttrsta materialskikt 
och en httg nickel -koncentration invid en grfcnsyta mot ett som 
mekaniskt stSd tjanande bulkmaterial, i form av ett f jarde 
10 skikt. 

N&mnda fttrsta materialskikt kan ftiretradesvis vSljas med en 
tjocklek av mellan 1-15 urn. 

15 Uppfinningen anvisar &ven att som original kan v&ljas en be- 
handlad kiselskiva eller liknande med en vald mikrostruktur 
och att n&mnda kiselskiva eller liknande kan avlSgsnas 
medelst en basisk etsning. 

20 F6r denna basiska etsning anvisas ett utnyttjande utav KOH, 
NaOH eller motsvarande basiska v&tskor. 

Uppfinningen anvisar ocks& att som ett andra materialskikt 
kan vaijas en blandning av DLC och nickel. 

25 

NSmnda andra materialskikt kan med fGrdel v£ljas med en 
tjocklek mellan 0,05-1,0 um. 

Vidare anvisar uppfinningen att l&ta applicera ett tredje 
30 materialskikt och att vaija detta materialskikt fr&n nickel. 

NSmnda tredje materialskikt kan d& vSljas med en tjocklek av 
mellan 0,05-1,0 um. 

35 Som ett f j&rde materialskikt anvisar uppfinningen att detta 
appliceras via ett piateringsfOrf arande och skall best& av 
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ren nickel* 

N&mnda f jSrde materialskikt kan vSljas med en mot tiliamp- 
ningen vald tjocklek. 

5 

Speciellt anvisar uppfinningen att ett DLC-skikt eller mot- 
svarande skall appliceras medelst ett sputtringsf6rf arande i 
kombination med att Svenledes DLC och nickel, tjMnande som 
ett andra materialskikt, skall appliceras medelst ett sputt- 
10 ringsf Grf arande . 

Det tredje materialskiktet kan ocks& appliceras medelst ett 
sputtringsf drf arande . 

15 Det andra och det tredje material skikten kan <iven appliceras 
integrerade medelst ett sputtringsf 8rf arande. 

F6rh&llandet mellan andelen DLC och andelen nickel skall med 
fdrdela vSljas varierande genom skiktet och med 50% vardera i 
20 skiktets mittenomr&de. 

FPRPELAR 

De ftfrdelar som frMmst kan f& anses vara signif ikativa fOr 
25 ett f6rf arande, enligt f6religgande uppf inning, och en enligt 
f5rfarandet framstaild matris, &r att h&rigenom har det ska- 
pats forutsattningar f5r att pS ett enkelt sMtt kunna skapa 
en som en formrumsinsats anpassad matris, med en h&rd, slit- 
stark, tunn och skarp mikrostrukturtilldelad yta, vettande 
30 mot plastmaterialet i ett formverktyg. 

Materialet i detta tunna skikt, som kan besa av ett DLC-skikt 
av 0,1-100 urn, £r s& anpassat och valt att matrisens mikro- 
strukturerade yta kommer att uppvisar goda sl&ppegenskaper 
35 gentemot ett valt plastmaterial och m6nstret i matrisen kan 
bibeh&llas intakt under l&ng tid. 
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En matris enligt uppfinningen Sr uppbyggd av ett antal tunna 
materialskikt och ett tjockt, som ett mekaniskt stdd tjSnan- 
de , bulkma ter i al . 



Det som fr&nst kan f& anses vara kSnnetecknande f5r ett f6r- 
farande, f6r en f ramstailning av en matris i enlighet med 
10 ftfreliggande uppf inning, anges i det ef terf 61jande patentkra- 
vets 1 kannetecknande del och en matris, lampligen framstaild 
genom fttrfarandet, anges i det ef terfdljande patentkravets 27 
kannetecknande del. 



15 



KQRT FIOURBESKRIVNING 

En fttr nSrvarande f6reslagen, enligt fttrfarandet ovan fram- 
stolid, matris samt olika forfaranden f6r matrisens fram- 
20 stailning skall nu narmare beskrivas med en hSnvisning till 
bifogad ritning, d&r; 



Figur 1 visar i ett tvSrsnitt ett original, till 

vilket applicerats en matris, uppbyggd medelst 
ett antal materialskikt, i enlighet med 
fSreliggande uppf innings anvisningar, 



Figur 2 visar schematiskt ett fttrfarande enligt upp- 
finningen, anpassat till en produktionslinje 
f5r bildande av en enligt figur 1 visad matris 
och 



Figur 3 



visar schematiskt ett fttrfarande enligt upp- 
finningen, anpassat till en alternativ produk- 
tionslinje f6r bildande av en enligt figur 1 
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visad matris med ett andra och ett tredje 
skikt integrerade med varandra. 

BESKRIVNING A VER NU F6RESLAGEN UTF6RINGSF0RM 

Med en hSnvisning till figur 1 visas s&ledes dSr, om ett 
original eller en master 3 betraktas borttagen, en matris 1 
med i vart fall ett ytavsnitt 2 uppvisande en negativ mik- 
5 rostruktur, varvid matrisen £r anpassad att kunna ing& som en 
formrumsinsats i ett formrum eller en kavitet i en plastde- 
taljer bildande enhet, f5r att d3r tilldela nSmnda plastde- 
taljer ett motsvarande ytavsnitt med en positiv mikrostruk- 
tur. 

10 

Detta &r icke narmare visat i bifogad ritning med utg5r en 
f6r fackmannen v£l f6rtrogen omstSndighet . 

Uppfinningen avser ett fSrfarande och en enligt f5rfarandet 
15 framstaild matris 1. 

FCrfarandet utg&r ifr&n att ett original 3 £r f6r handen och 
att detta original fSrsetts, p£ kMnt sStt, med en mikrostruk- 
turtillh5rig yta 4, vilken yta skall tjana som motyta fdr en 
20 p& originalet 3 uppbyggd matris 1, 

S&lunda skall ett original 3, med ett ytavsnitt 4 med en 
positiv mikrostruktur, utnyttjas fdr att p& detta original 3 
l&ta applicera lager pS lager av matrisbildande material 
25 och/eller materialsammansattningar samt d&refter l&ta avl^gs- 
na matrisen 1 ifr&n nSmnda original 3 eller hellre l&ta 
aviagsna materialet i originalet 3 fttr att darmed friiagga 
matrisens 1 mikrostrukturtillhttrig yta eller ytavsnitt 2» 

30 Enligt fttreliggande uppf inning anvisas utnyttjandet utav ett 
mot originalet 3 applicerbart fttrsta slitt&ligt materialskikt 
11 , f6r att tillsammans med ett andra, ett tredje och/eller 
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ett f jarde, som mekaniskt stttd tjanande och som bulkmaterial 
anpassat, materialskikt, med hanvisningsbeteckningarna 12, 13 
och 14, l&ta bilda den kompletta matrisen 1* 

5 N&mnda fttrsta materialsklkt 11 skall nu vaijas fr&n ett mate- 
rial med utpraglade goda h&llf asthetsegenskaper, vid en fram- 
stailning av plastdetaljer, utpraglade goda egenskaper nSr 
det gailer plastdetaljens f5rm&ga att kunna siappa (l&g frik- 
tion) fr&n matrisen efter en formning, en hardning eller en 
10 polymerisering av utnyttjat plastmaterial samt utpraglade 
goda egenskaper nar det gailer att bibelh&lla ett skarpt 
m6nster for mikrostrukturtilldelade ytavsnitt. 

Som namnda f5rsta materialsklkt 11 skall vaijas ett h&rt och 
15 slitstarkt tunt materialsklkt med l&g friktion och/eller goda 
siappegenskaper • 

Speciellt anvisas att som namnda fGrsta materialsklkt 11 kan 
vaijes ett kristallint diamantskikt eller ett DLC-skikt. 

20 

Har f5resl&s att det f5rsta materialskiktet 11 kan appliceras 
medelst kand CVD-teknik och/eller PVD-teknik. 

Det f5rsta materialskiktet 11 skulle aven vid vissa tiliamp- 
25 ningar kunna utgtfras av nitrider, karbider och liknande. 

Praktiska erfarenheter talar f6r att det fftrsta materialskik- 
tet 11 skall appliceras till en tjocklek av 0, 1-100 um, s&som 
0,5-50 um eller mera preciserat 1-15 um, dock beroende av 
30 plastmaterial, valt utfyllnadsmedel, tiliampning och 
mikrostruktur . 

Ett andra materialskikt 12, med en god vidh&ftande fbrm&ga 
till det farsta materialskiktet 11, appliceras nu till det 
fOrsta materialskiktet 11. 

35 

Namnda andra materialskikt 12 kan utgOras av titan och/eller 
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krom alternativt en blandning av DLC och nickel. 

Namnda andra materialskikt 12 b6r appliceras till en tjocklek 
av 0,05-2,0 urn, s&som 0,1-1,0 um. 

5 

Ett tredje materialskikt 13, med god vidhaftande f5rm&ga till 
det andra materialskikten 12, appliceras nu till det andra 
skiktet 12. 

10 Namnda tredje materialskikt 13 bar utgdras av nickel. 

Namnda tredje materialskikt 13 appliceras till en tjocklek av 
0,05-2,0 um, s&som 0,1-1,0 um. 

15 Namnda andra materialskikt 12 och namnda tredje materialskikt 
13 kan dock kombineras till ett mellanorienterat skikt, med 
ett rent diamantskikt och/eller en h6g titan- och/eller 
kromkoncentration invid en grSnsyta 11a mot namnda fttrsta 
materialskikt 11 och en h5g nickel -koncentr at ion invid en 

20 gransyta 13a mot ett som mekaniskt stGd tjanande bulkmate- 
rial, i form av ett fj&rde skikt 14. 

Ett kristallint diamantskikt eller ett annat materialskikt, 
med motsvarande eller i vart fall vasentligen motsvarande 
25 egenskaper, kan komma till anvandning som de namnda materia- 
len f5r den har anvisade tiliampningen. 

Namnda fSrsta materialskikt skall vanligtvis vaijas med en 
tjocklek av mellan 1-1 Sum. 

30 

Uppf inningen anvisar som utf Gringsexempel att som original 
vaijes en behandlad kiselskiva 3 med en positiv mikrostruktur 
4 och att namnda kiselskiva avlSgsnas medelst en basiskt ets- 
ning och d&r namnda basiska etsningen kan vaijas genom att 
35 utnyttja vatskor, KOH, NaOH eller motsvarande, och med en 
vald koncentration. 
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Uppfinningen anvisar aven utnyttjande utav ett andra mate- 
rialskikt 12 och detta kan d& vaijas som en blandning av DLC 
och nickel med ett p& fOrhand valt blandningsfSrh&llande. 

5 

NSmnda andra materialskikt 12 kan med fardel vSljes med en 
tjocklek av 0,05-1,0 urn. 

UtfSringsformen illustrerar vidare att som ett tredje mate- 
10 rialskikt 13 kan vaijas nickel. 

N&mnda tredje materialskikt 13 kan vaijas med en tjocklek av 
mellan 0,05-1,0 um. 

15 Som ett f j&rde material 14 vaijes en anpassad plater ing 
medelst nickel och det nSmnda f j&rde materialskiktet kan 
vSljas med en mot tiliampningen anpassad och svarande 
t j ocklek . 

20 Speciellt anvisar f5religgande uppfinning att l&ta applicera 
det forsta skiktet 11, sasom DLC-skiktet, med hjaip utav ett 
sputtringsfdrfarande, vilket visat sig vara lampligt n£r det 
gailer att f& ett DLC-skikt att fSrdela sig vai langs det 
mikrostrukturtilldelade ytavsnittet 4. 

25 

Uppfinningen anvisar vidare mdjligheten att l&ta applicera 
det andra skiktet, i form av en blandning av DLC och nickel, 
och l&ta detta andra materialskikt 12 fS appliceras medelst 
ett sputtringsftfrfarande mot det fttrsta skiktet 11, f6r att 
30 fh en god bindning daremellan. S&lunda skall h5g DLC-andel 

ligga mot skiktet 11 och h6g nickelhalt vetta mot skiktet 14, 
och skiktet 13 kan utg&. 

Det tredje materialskiktet 13 appliceras avenledes medelst 
35 ett sputtringsfbrf arande. 
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Det andra och det tredje materialskikten 12, 13 kan applice- 
ras integrerat medelst ett sputtringsfttrfarande. 

Med en hanvisning till figur 2 illustreras dar hur ett origi- 
5 nal 3, som ar fttrsett med ett mikrostrukturrelaterat ytav- 

snitt 4, genom i och fbr sig kanda medel, i en fGrsta station 
21 genom ett sputtringsftfrf arande beiagges med ett fGrsta 
DLC-skikt 11 eller ett motsvarande skikt. 

10 Genom att darefter fSrflytta originalet 3 under en intill- 
varande station 22, vilket endast ar antytt i figur 2, kan 
det ftirsta skiktet 11 genom ett sputtringsf6rfarande beiaggas 
med ett andra skikt 12. Det andra skiktet 12 kravs ftfr att f& 
en god vidhaftning till det ftfrsta skiktet 11 och kan benam- 

15 nas mellanskikt. 

Det andra skiktet 12 kan besta av titan eller krom. Det kan 
aven bestS utav en blandning av DLC och nickel. 

20 En ytterligare fttrflyttning av originalet 3 till en station 
23 erbjuder mdjligheten att p& det andra skiktet 12 ISta 
applicera ett tredje skikt 13, aven detta genom ett sputt- 
r ings f or f arande, samt slutligen lJrta f6rflytta originalet 3 
under en station 24, f6r att i den stationen medelst plate- 

25 ring l&ta applicera ett fjarde materialskikt 14. 

Efter stationen 24 fdreligger en kombinerad enhet av en mat- 
ris 1 och ett original 3, enligt figur 1, och i en station 25 
skapas nu ftfrutsattningar f6r att kunna aviagsna materialet i 
30 originalet 3, genom den namnda basiska etsningen och darige- 
nom framst^r en matris 1, direkt anpassad f6r att kunna ut- 
nyttjas i en formhalva i en plastdetaljer bildande enhet, med 
en mycket god och exakt mikrostruktur 4. 

35 Med en hanvisning till figur 3 visas dar en utfdringsf orm av 
en produktionslinje dar en station 21, enligt figur 2, app- 
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licerar ett f6rsta materialskikt 11 till originalet 3 och 
dess mikrostrukturtillhSriga ytparti 4. 

En station (22, 23) ar har s& anpassad att nSr originalet 3 
5 passerar fttrbi s& beiagges material skiktet 11 fttrst med en 
mycket h6g andel DLC och en mycket liten andel nickel (be- 
tecknad DLC i figuren 3) och allteftersora originalet 3 fOr- 
sk jutes i pilens riktning kommer samma ytparti f6r skiktet 11 
att beiaggas med en blandning av DLC och nickel dSr andelen 
10 DLC avtager till ftfrmdn f6r en 6kning av andelen nickel, som 
intill den h6gra delen i figur 3 utg8r den SvervSgande ande- 
len, sfisom 100 % (betecknad Ni i figuren 3). 

1 en plSteringsstation 24 appliceras materialskiktet 14 till 
15 en anpassad tjocklek. 

Vidare kan man konstatera att ett h&rt och slitstarkt mate- 
rialskikt 11, som en tunn materialf ilm, krSver f6r vissa 
tiliampningar utnyttjandet av kristallint diamantskikt 11. 

20 

H£r f6resl£s, om l&g friktion och goda sl£ppegenskaper skall 
upptrada mellan plastdetalj och mikrostrukturtillh5rig yta 4 
och om temperaturen kan tillatas si h6g som 750-800 grader C, 
utnyttjandet av CVD-diamantprocessen. 

25 

H&rd yta med slitstarka egenskaper kan Sven ern&s vid lagre 
temperaturer, s&som omkring 200 grader C, om det f6r det 
fdrsta materialskiktet 11 utnyttjas DLC-skikt, mitrider 
och/eller karbider, Xven titannitrid, titankarbid, alumi- 
30 niumoxider och blandningar h&rav kan komma till anvSndning. 

Skiktet 12 eller skikten 12 och 13 i kombination, utg6res av 
ett mellanskikt. Detta skall d ena sidan f&sta bra mot skik- 
tet 11 och & andra sidan fSsta bra mot skiktet 14. 

35 

FastfSrm&gan mellan skikten 11 och 12, eller 11 och 12+13, 
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kraver kristallin diamant, titan eller krom och fastf6rm&gan 
mellan skiktet 13 och 14 kraver nickel. 

vaijes mater ialet fGr skiktet 12 av titan eller krom kan som 
5 material i skiktet 13 vaijas nickel. 

Originalet 3 kan vara framstailt enligt litografiska proces- 
ser med maskning och etsning, maskinbearbetning och liknande. 

10 Vid en integration av materialskikten 12 och 13 kan den 

totala tjockleken f5r dessa vaijas till 0,1-3 um, s&som 0,5- 
1,5 um, 

Vidare gailer att mikrostrukturens storlek, som ar tiliamplig 
15 p& fSreliggande uppfinning, skall matas enligt m&ttuppgif ten 
-b- i figur 1. Det ar s&ledes fraga om att bredden f6r mikro- 
strukturrelaterade sp&r blir avgorande for matningen, ej 
sp&rens djup. 

20 Vid en praktisk tiliampning av f6religgande uppf inning skall 
namnas att vardet f6r -b- kan med f6rdel vara valt fr&n unge- 
far 500 um och ned till 0,2-0,5 um. 

Uppfinningen ar tiliamplig nar mikrostrukturens bredd vaijes 
25 inom det smalaste omr&det och blir s& anpassad att material- 
skiktet 11 helt kommer att fylla och tacka sp&ret 3a och 
darmed bildas en tatning. Detta ar dock ej visat i figur 1 
men kan latt fttrestailas. 

30 Skiktens 11, 12 och 13 goda och harmoniska anpassning till 
varandra inom sp&ret 3a ar dock Sverdrivet ftirenklat i figur 
1. 

De i utfttringsexemplet ovan angivna materialvalen och de i 
35 patentkraven angivna materialvalen, f&r ses som ftir narva- 
rande ftireslagna och kan utan att fr&ng& uppf innings tanken 
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utbytas mot andra material • 

Uppfinningen <ir givetvis inte begrSnsad till den ovan s&som 
exempel angivna utfttringsformen utan kan genomgd modifikatio 
ner inom ramen fGr uppfinningstanken illustrerad i efter- 
fdljande patentkrav. 
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Patentkrav 

1. F5rfarande f6r en framstailning av en matris (1), med i 
vart fall ett ytavsnitt eller -skikt (11) uppvisande en mik- 
5 rostruktur, varvid matrisen (1) Sr anpassad fdr att kunna 
ing& i ett formrum eller en kavitet som en formrumsinsats i 
en plastdetaljer bildande enhet fttr att tilldela namnda 
plastdetaljer i ett motsvarande ytavsnitt en motstaild mikro- 
struktur, kSnnetecknat darav, att ett original 

10 (3), med ett ytavsnitt (3a) uppvisande en skarp mikrostruk- 

tur, utnyttjas f6r att p& detta original l&ta applicera lager 
p& lager av ett matrisbildande material (11,12,13,14) 
och/eller mater ialsammansSttningar, samt d&refter lata 
aviagsna matrisen (1) fr&n nSmnda original (3) eller avlSgsna 

15 mater ialet i originalet, att mot originalets (3) skarpa 
mikrostruktur appliceras f5rsta materialskikt, f6r att 
tillsammans med ett antal ytterligare materialskikt kunna 
bilda namnda matris, att det forsta materialskiktet v£ljes 
med utprSglade goda egenskaper n£r det g&ller plastdetal jens 

20 fdrm&ga att kunna slSppa fr£n matrisen efter en formning, en 
hardning eller en polymer isering av utnyttjat plastmaterial 
och utprSglade goda egenskaper n&r det galler att bibeh&lla 
mdnstret fdr mikrostrukturtilldelade ytavsnitt. 

25 2. Fdrfarande enligt patentkravet 1, kSnnetecknat 
darav, att som n&mnda f5rsta materialskikt vSljes ett, h&rt 
och slitstarkt, tunt materialskikt med en l&g friktion 
och/eller bra sl&ppegenskaper. 

30 3. Fdrfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k a n n e- 
t e c k n a t d^rav, att som nSunnda fdrsta materialskikt 
v&ljes ett kristallint diamantskikt. 

4. Fdrfarande enligt patentkravet 3, kannetecknat 
35 d&rav, att det fdrsta materialskiktet appliceras till origi- 
nalet med CVD-teknik och/eller PVD-teknik* 
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5. Fdrfarande enligt patentkravet 1, kSnnetecknat 
d&rav, att det fdrsta materialskiktet utgdres av DLC, nitrid, 
karbid och liknande. 

5 

6. F6rfarande enligt patentkravet 1, k&nnetecknat 
d£rav, att det fdrsta materialskiktet appliceras till origi- 
nalet med en tjocklek av 0,l-100um. 

10 7. Fdrfarande enligt patentkravet 1, kSnnetecknat 
darav, att ett andra materialskikt (12), med en god vidhaft- 
ande fdrmSga till det fdrsta materialskiktet (11), appliceras 
mot originalet och till det fdrsta materialskiktet (11). 

8. Fdrfarande enligt patentkravet 7 , kannetecknat 
d£rav, att n£mnda andra materialskikt (12) utgdres av titan 
och/eller krom. 

9. Fdrfarande enligt patentkravet 7 r k&nnetecknat 
d^rav, att namnda andra materialskikt (12) appliceras till en 
tjocklek av 0,05-2,0um. 

10. Fdrfarande enligt patentkravet 1, kSnnetecknat 
d£rav, att ett tredje materialskikt (13), med en god vidh&ft- 

25 ande fdrm&ga till det andra materialskiktet (11), appliceras 
mot originalet och till det andra skiktet. 

11. Fdrfarande enligt patentkravet 10, k&nneteck- 

n a t d£rav, att n&mnda tredje materialskikt (13) utgdres av 
30 nickel . 

12. Fdrfarande enligt patentkravet 10, kanneteck- 

n a t dSrav, att n&mnda tredje materialskikt (13) appliceras 
till en tjocklek av 0,05-2,0 um. 

35 

13. Fdrfarande enligt patentkravet 1, 8 eller 11, k & n n e- 




15 



20 
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t e c k n a t darav, att namnda andra material skikt och 
namnda tredje mater ialskikt kombineras till ett mellanorien- 
terat skikt, med en h6g DLC-, titan- och/eller kromkoncentra- 
tion invid en gransyta mot namnda fSrsta materialskikt och en 
5 h6g nickel-koncentration invid en gransyta mot ett som meka- 
niskt stGd tjanande bulkmaterial, i form av ett f jarde skikt 
(14). 

14. FSrfarande enligt patentkravet 1 eller 6, k a n n e- 

10 tecknat darav, att namnda fttrsta materialskikt vaijes 
med en tjocklek av 1-15 urn. 

15. Ffirfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
darav, att som ett original vaijes en behandlad kiselskiva 

15 med en vald mikrostruktur och att namnda kiselskiva aviagsnas 
medelst en basisk etsning. 

16. Fdrfarande enligt patentkravet 15, kanneteck- 

n a t darav, att fdr namnda basiska etsning vaijes KOH, NaOH 
20 eller motsvarande. 

17. F6rfarande enligt patentkravet 1 eller 13, k a n n e- 
tecknat darav, att som ett andra materialskikt vaijes 
en blandning av DLC eller motsvarande och nickel. 

25 

18. F6rfarande enligt patentkravet 9 eller 11, k a n n e- 
tecknat darav, att namnda andra materialskikt vaijes 
med en tjocklek av 0,05-l,0um. 

30 19. F6rfarande enligt patentkravet 1 eller 11, k a n n e- 

tecknat darav, att som ett tredje materialskikt vaijes 
enbart nickel. 

20. F6rfarande enligt patentkravet 19, kanneteck- 
35 n a t darav, att namnda tredje materialskikt vaijes med en 
tjocklek av 0,05-l,0um. 
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21. F5rf arande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
dSrav, att som ett f jarde material skikt vaijes en piatering 
av ett nickelmaterial . 

5 

22. F6rf arande enligt patentkravet 21, k&nneteck- 

n a t darav, att namnda f jarde materialskikt vaijes med en 
mot tillSmpningen anpassad tjocklek. 

10 23. F5rf arande enligt patentkravet 4, kannetecknat 
darav, att ett DLC-skikt appliceras medelst ett sputtrings- 
fttrf arande. 

24. F5rf arande enligt patentkravet 1 eller 7, k a n n e- 
15 tecknat darav, att det andra materialskiktet appli- 
ceras medelst ett sputtringsfdrf arande. 

25. F5rfarande enligt patentkravet 10, kanneteck- 
n a t darav, att det tredje materialskiktet appliceras 

20 medelst ett sputtringsforf arande. 

26. F6rf arande enligt patentkravet 13, kanneteck- 
n a t darav, att det andra och det tredje materialskiktet 
appliceras medelst ett sputtringsfdrfarande. 

25 

27. Matris, med i vart fall ett ytavsnitt uppvisande en mik- 
rostruktur, varvid matrisen ar anpassad fttr att kunna ing& i 
ett formrum eller en kavitet som en formrumsinsats i en 
plastdetaljer bildande enhet, f6r att tilldela namnda plast- 

30 detaljer i ett motsvarande ytavsnitt en motstaild mikrostruk- 
tur, kannetecknad darav, att ett h&rt mikrostruk- 
tur uppvisande fdrsta materialskikt (11) ar anpassat fttr att 
tillsammans med ett antal ytterligare materialskikt (12, 13, 
14) kunna bilda namnda matris, att namnda fOrsta material- 

35 skikt (11) ar anpassat att uppvisa utpraglade goda egenska- 
per, nar det gailer plastdetal jens fttrmfiga att kunna siappa 
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frAn matrisen, efter en formning, en hardning eller en poly- 
merisering av utnyttjat plastmaterial, och utpraglade goda 
egenskaper nSr det gailer att bibeh&lla m5nstret f6r mikro- 
strukturtilldelade ytavsnitt. 

5 

28. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att n&mnda fttrsta materialskikt bestir av ett hdrt och 
slitstarkt tunt materialskikt med en l&g friktion. 

10 29. Matris enligt patentkravet 27 eller 28, k a n n e- 

t e c k n a d darav, att namnda f6rsta materialskikt best&r 
av ett kristallint diamantskikt . 

30. Matris enligt patentkravet 29, kannetecknad 
15 darav, att det fttrsta materialskiktet ar applicerat medelst 

CVD-teknik och/eller PVD-teknik. 

31. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att det fttrsta materialskiktet best&r av DLC, 

20 nitrider, karbider och liknande. 

32. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att det f6rsta materialskiktet ar tilldelat en tjock- 
lek av 0,l-100um. 

25 

33. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att ett andra materialskikt, med god vidhaftande fttr- 
m&ga till det ffcrsta materialskiktet, ar applicerat till det 
fttrsta materialskiktet. 

30 

34. Matris enligt patentkravet 33, kannetecknad 
darav, att namnda andra materialskikt best&r av titan 
och/eller krom. 

35 35. Matris enligt patentkravet 33, kannetecknad 
darav, att namnda andra materialskikt ar tilldelat en tjock- 



PCT/SE00/01742 
07-09-2000 



- 31 - 

lek av 0,05-2,Oum. 

36. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att ett tredje materialskikt, med god vidhaftande 

5 fdrm&ga till det andra materialskikten, ar applicerat till 
det andra skiktet. 

37. Matris enligt patentkravet 36, k&nneteck- 

n a d darav, att namnda tredje material skikt utgttres av 
10 nickel. 

38. Matris enligt patentkravet 36, kanneteck- 

n a d darav, att namnda tredje materialskikt ar tilldelat en 
tjocklek av 0,05~2,0um. 

15 

39. Matris enligt patentkravet 27, 34 eller 37, k a n n e- 
t e c k n a d darav, att namnda andra materialskikt och 
namnda tredje materialskikt ar kombinerade till ett mellan- 
orienterat skikt, med en hOg DLC-, titan- och/ eller kromkon- 

20 centration invid en gransyta mot namnda fdrsta materialskikt 
och en hag nickel-koncentration invid en gransyta mot ett som 
mekaniskt st5d tjanande bulkmaterial, i form av ett fjarde 
skikt . 

25 40. Matris enligt patentkravet 27 eller 32, k a n n e- 
t e c k n a d darav, att namnda fGrsta materialskikt ar 
anpassat till en tjocklek av l-15um. 

41. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
30 darav, att som ett original ar vald en behandlad kiselskiva 

med en vald mikrostruktur och att namnda kiselskiva ar av- 
lagsningsbar medelst en basisk etsning. 

42. Matris enligt patentkravet 41 , kanneteck- 

35 n a d darav, att fttr namnda basiska etsning ar vald KOH, NaOH 
eller motsvarande. 
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43. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att ett andra materialskikt bestir av en blandning av 
ett material applicerat medelst en DLC-process eller liknande 

5 och nickel. 

44. Matris enligt patentkravet 33 eller 35, k a n n e- 
t e c k n a d darav, att namnda andra materialskikt ar 
tilldelat en tjocklek av 0,05-l,0um. 

10 

45. Matris enligt patentkravet 27 eller 38, k a n n e- 

t e c k n a d darav, att ett tredje materialskikt best&r av 
enbart nickel. 

15 46. Matris enligt patentkravet 45, kanneteck- 

n a d darav, att namnda tredje materialskikt ar tilldelat en 
tjocklek av 0,05-l,0um. 

47. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 

20 darav, att ett f jarde materialskikt best&r av en plater ing av 
ett nickelmaterial . 

48. Matris enligt patentkravet 47, kanneteck- 
nad darav, att namnda f jarde materialskikt ar anpassat att 

25 uppvisa en mot tiliampningen anpassad tjocklek. 

49. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att ett DLC-skikt ar applicerat medelst ett sputt- 
ringsfttrf arande. 

30 

50. Matris enligt patentkravet 27 eller 34, kanne- 
tecknad darav, att det andra materialskiktet ar appli- 
cerat medelst ett sputtringsfGrf arande. 

35 51. Matris enligt patentkravet 37 eller 38, kanne- 
tecknad darav, att det tredje materialskiktet ar 
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applicerat medelst ett sputtringsf6rf arande. 

52. Matris enligt patentkravet 39, kSnneteck- 

n a t dSrav, att det andra och det tredje materialskikten &r 

applicerade medelst ett sputtringsfSrf arande. 
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SAMMANDRAG 

Uppfinningen omfattar ett f5rfarande f5r en framstailning av 
5 en matris, och en matris (1) s&lunda framstaild. I vart fall 
ett ytavsnitt (2) uppvisande en mikrostruktur, varvid mat- 
risen ( 1 ) &r anpassad f ttr att kunna ingS i ett f ormrum eller 
en kavitet som en formrumsinsats i en plastdetaljer bildande 
enhet fOr att tilldela n&mnda plastdetaljer i ett motsvarande 

10 ytavsnitt en motst&lld mikrostruktur . Ett original (3), med 
ett ytavsnitt (4) uppvisande en mikrostruktur mindre an 500 
urn, utnyttjas f6r att p& detta original l&ta applicera lager 
p& lager (11,12,13,14) av matrisbildande material och/eller 
materialsammansSttningar samt darefter l&ta avlSgsna matrisen 

15 (1) fr&n nStmnda original (3) eller aviagsna materialet i 
originalet. Ett mot originalet (3) applicerat f5rsta mate- 
rialskikt (11), fGr att tillsammans med ett antal ytterligare 
materialskikt (12,13,14) kunna bilda matrisen (1), vSljes med 
utpraglade goda egenskaper, n&r det g&ller plastdetaljens 

20 fGrm&ga att kunna slSppa fr&n matrisen efter en formning, en 
hardning eller en polymerisering av utnyttjat plastmaterial 
och utprSglade goda egenskaper nSr det gSller att bibeh&lla 
mttnstret f5r mikrostrukturtilldelade ytavsnitt. 
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CLAIMS 



1 . A method for the manufacture of a matrix (1 ) with at least one surface 
section or layer (11) displaying a microstructure, which matrix (1 ) is suitable for 
inclusion as a mould insert in a mould cavity or in a cavity in a unit producing 

5 plastic components, in order to assign said plastic components an opposing mi- 
crostructure in a corresponding surface section, characterized in that an original 
(3) with a surface section (3a) displaying a sharp microstructure is used in order 
to apply on this original layer upon layer of a material (1 1, 12, 13, 14) and/or 
mixtures of materials producing a matrix, and thereafter the matrix (1) is removed 

10 from said original (3) or the material in the original is removed, in that a first layer 
of material is applied against the sharp microstructure in the original so that, to- 
gether with a number of additional layers of material, said matrix is formed, in that 
the first layer of material is selected having exceptionally good properties as re- 
gards the ability of the plastic component to release from the matrix after mould- 

15 ing, curing or polymerisation of the plastic material used, and exceptionally good 
properties as regards retaining the pattern on the microstructured surface section. 

2. A method as claimed in claim 1 , characterized in that a hard, durable, 
thin layer of material with low friction and/or good release properties is selected 
for said first layer of material. 

20 3. A method as claimed in claim 1 or claim 2, characterized in that a crys- 
talline diamond layer is chosen as said first material layer. 

4. A method as claimed in claim 3, characterized in that the first material 
layer is applied on the original using CVD technology and/or PVD technology. 

5. A method as claimed in claim 1 , characterized in that the first material 
25 layer consists of DLC, nitride, carbide and the like. 

6. A method as claimed in claim 1 , characterized in that the first material 
layer is applied on the original in a thickness of 0.1-100 pm. 
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7. A method as claimed in claim 1 , characterized in that a second material 
layer (12) with good adhesive capability to the first material layer (1 1) is applied 
on the original and on the first material layer (11). 

8. A method as claimed in claim 7, characterized in that said second mate- 
5 rial layer (12) consists of titanium and/or chromium. 

9. A method as claimed in claim 7, characterized in that said second mate- 
rial layer (12) is applied in a thickness of 0.05-2.0 pm. 

10. A method as claimed in claim 1 , characterized in that a third material 
layer (13) with good adhesive capability to the second material layer (12) is ap- 

10 plied on the original and on the second layer. 

11. A method as claimed in claim 10, characterized in that said third material 
layer (13) consists of nickel. 

12. A method as claimed in claim 10, characterized in that said third material 
layer (13) is applied in a thickness of 0.05-2.0 pm. 

15 13. A method as claimed in claim 1 , claim 8 or claim 1 1 , characterized in that 
said second material layer and said third material layer are combined to an inter- 
mediately oriented layer having a high DLC, titanium and /or chromium concen- 
tration at a boundary surface against said first material layer and a high nickel 
concentration at a boundary surface against a bulk material in the form of a fourth 

20 layer (14), serving as mechanical support. 

14. A method as claimed in claim 1 or claim 6, characterized in that said first 
material layer is chosen having a thickness of 1-15 pm. 

15. A method as claimed in claim 1 , characterized in that a treated silicon 
disc with a chosen microstructure is selected as an original, and in that said sili- 

25 con disc is removed by means of a basic etching. 



16. A method as claimed in claim 15, characteriz d in that KOH, NaOH or 
the like is selected for basic etching. 
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17. A method as claimed in claim 1 or claim 13, characteriz d in that a mix- 
ture of DLC or the equivalent, and nickel, is selected as a second material layer. 

18. A method as claimed in claim 9 or claim 1 1 , characteriz d in that said 
second material layer is chosen having a thickness of 0.05-1 .0 pm. 

5 19. A method as claimed in claim 1 or claim 1 1 , characterized in that only 
nickel is selected as a third material layer. 

20. A method as claimed in claim 1 9, characterized in that said third material 
layer is chosen having a thickness of 0.05-1.0 (jm. 

21 A method as claimed in claim 1, characterized in that a plating of a nickel 
10 material is chosen as a fourth material layer. 

22. A method as claimed in claim 21 , characterized in that said fourth mate- 
rial layer is chosen with a thickness appropriate for the application. 

23. A method as claimed in claim 4, characterized in that a DLC layer is ap- 
plied by means of a sputtering process. 

15 24. A method as claimed in claim 1 or claim 7, characterized in that the sec- 
ond material layer is applied by means of a sputtering process. 

25. A method as claimed in claim 10, characterized in that the third material 
layer is applied by means of a sputtering process. 

26. A method as claimed in claim 13, characterized in that the second and 
20 the third material layers are applied by means of a sputtering process. 

27. A matrix with at least one surface section displaying a microstructure, 
which matrix is suitable for inclusion as a mould insert in a mould cavity or in a 
cavity in a unit producing plastic components, in order to assign said plastic com- 
ponent an opposing microstructure in a corresponding surface section, charac- 

25 terized in that a first material layer (11) displaying a hard microstructure is suited, 
together with additional material layers (12, 13, 14), to form said matrix, and in 



I 
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that said first material layer (1 1) is suited to display exceptionally good properties 
as regards the ability of the plastic component to release from the matrix after 
moulding, curing or polymerisation of the plastic material used, and exceptionally 
good properties as regards retaining the pattern of the microstructured surface 
5 section. 

28. A matrix as claimed in claim 27, characterized in that said first material 
layer consists of a hard, durable, thin material layer with low friction. 

29. A matrix as claimed in claim 27 or claim 28, characterized in that said 
first material layer consists of a crystalline diamond layer. 

10 30. A matrix as claimed in claim 29, characterized in that the first material 
layer is applied by means of CVD technology and/or PVD technology. 

31 . A matrix as claimed in claim 27, characterized in that the first material 
layer consists of DLC, nitrides, carbides and the like. 

32. A matrix as claimed in claim 27, characterized in that the first material 
1 5 layer is assigned a thickness of 0. 1 -1 00 pm. 

33. A matrix as claimed in claim 27, characterized in that a second material 
layer with good adhesive capability to the first material layer is applied on the first 
material layer. 

34. A matrix as claimed in claim 33, characterized in that said second mate- 
20 rial layer consists of titanium and/or chromium. 

35. A matrix as claimed in claim 33, characterized in that said second mate- 
rial layer is assigned a thickness of 0.05-2.0 pm. 

36. A matrix as claimed in claim 27, characterized in that a third material 
layer with good adhesive capability to the second material layer is applied on the 

25 second layer. 
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37. A matrix as claimed in claim 36, characterized in that said third material 
layer consists of nickel. 

38. A matrix as claimed in claim 36, characterized in that said third material 
layer is assigned a thickness of 0.05-2.0 pm. 

5 39. A matrix as claimed in claim 27, claim 34 or claim 37, characterized in 
that said second material layer and said third material layer are combined to an 
intermediately oriented layer having a high DLC, titanium and /or chromium con- 
centration at a boundary surface against said first material layer and a high nickel 
concentration at a boundary surface against a bulk material in the form of a fourth 
10 layer, serving as mechanical support. 

40. A matrix as claimed in claim 27 or claim 32, characterized in that said 
first material layer is adjusted to a thickness of 1-15 pm. 

41 . A matrix as claimed in claim 27, characterized in that a treated silicon 
disc with a chosen microstructure is selected as an original, and in that said sili- 

15 con disc is removable by means of a basic etching. 

42. A matrix as claimed in claim 41 , characterized in that KOH, NaOH or the 
like is selected for basic etching. 

43. A matrix as claimed in claim 27, characterized in that a second material 
layer consists a of mixture of a material applied by means of a DLC process or the 

20 equivalent, and nickel. 

44. A matrix as claimed in claim 33 or claim 35, characterized in that said 
second material layer is assigned a thickness of 0.05-1.0 pm. 

45. A matrix as claimed in claim 27 or claim 38, characterized in that a third 
material layer consists only of nickel. 



25 46. A matrix as claimed in claim 45, characterized in that said third material 
layer is assigned a thickness of 0.05-1 .0 pm. 
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47. A matrix as claimed in claim 27, characterized in that a fourth material 
layer consists of a plating of a nickel material. 

48. A matrix as claimed in claim 47, characterized in that said fourth material 
layer is adjusted to have a thickness appropriate for the application. 

5 49. A matrix as claimed in claim 27, characterized in that a DLC layer is ap- 
plied by means of a sputtering process. 

50. A matrix as claimed in claim 27 or claim 34, characterized in that the 
second material layer is applied by means of a sputtering process. 

51 . A matrix as claimed in claim 37 or claim 38, characterized in that the 
10 third material layer is applied by means of a sputtering process. 

52. A matrix as claimed in claim 39, characterized in that the second and the 
third material layers are applied by means of a sputtering process. 
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[J the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23 . 1 (b)). 
the language ofpublication of the international application (under Rule 48.3(b)). 



~1 the language of the translation famished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 55_ and/ 
1 — 1 or55-3^. 

3, With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the intern— ional application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the international application in wrilien form, 
filed together with the international application m computer readable form, 
furnished subsequently to this Authority in written form, 
furnished Subsequently lo this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

□ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been llimishcd. 

The amendments have resulted in the cancellation of: 
l~ the description, pages 

the claims, Nos. 
I the drawings, shcei/fig 



5 I I ™ S rCp ° rt ^ bccn cstahtisneci as if (some of) the amendments had not been made, since ihey have been considered to go 
' — I beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2 (c)).** 

Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are annexed to this report since thev do not contain amendments (Rules 70. 16 
and 70. 17). 

* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item J and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



I. Statement 



NovcUy (N) 



Inventive step (IS) 



Industrial applicability (IA) 



Claims 1-21 
Claims 



Claims 1-21 
Claims 



Claims 
Claims 



1^21 



YES 
NO 

Y£S 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations (Rule 70.7) 

Amongst the documents cited in the search report. Patent 
Abstracts of Japan, abstract of JP 2 225 688-A and Patent 
Abstracts of Japan, abstract of JP 3 243 787-A come closest to 
the invention according to amended claims of December 06, 
2001. 

Document Dl (abstract and fig.) discloses coating a surface of 
a mandrel in a process for producing a mould of metal that is 
suited for moulding of plastics. The mould gets a pattern, 
which is the reversed pattern of the mandrel. This is achieved 
by coating the mandrel with a layer, which has a high hardness 
and which is wear resistant. After this, the mandrel is coated 
with additional layers, and the laminated layers so produced 
are peeled off from the mandrel. 

Document D2 (abstract and fig.) describes producing a mould of 
metal- A master pattern is coated with a layer of nickel, in 
which hard particles of for example TiN or TiC are dispersed. 
On top of this, as a backup shell, a layer of nickel is 
formed. The pattern, is dissolved in NaOH and the remaining 
backup shell that contains particles in its surface has a hard 
and smooth surface. The shell is incorporated into a main-body 
of a mould. Due to the hard and smooth surface, the product 
formed from the mould is easy to release from the mould. 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes b not sufficient) 



Continuation of: V . 

The method according to claim 1 differs from what is disclosed 
in either of the . Japanese documents in that it solves the 
problem of manufacturing a matrix , which has one surface 
section or layer that displays a sharp microstructure ■ 
Proceeding in accordance with step (a) -(h) in present claim 1 
solves the problem. Hence, the invention is novel. 

In view of what is known from either of the Japanese 
documents , the method stated in present claims 1-20 and the 
matrix according to claim 21 are not considered obvious to a 
person skilled in the art. Consequently, the invention is 
considered to involve an inventive step. The invention is 
further considered to be industrially applicable. 
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P00-1036 
Claims - 

1. A method for the manufacture of a matrix (1) having at 
least one surface section or layer (11) displaying a negative 
microstructure and suitable for inclusion as a mould insert 
in a mould cavity or in a cavity in a unit producing plastic 
components, in order to assign at least one part or surface 
of said plastic components an opposing or positive micro- 
structure in a corresponding surface section, whereby said 
layer (11) is exposing the conditions of high hardness and 
high wear resistance and wherein said matrix (1), with its 
surface section or layer (11), is formed by using an original 
(3) with a surface section (3a) displaying a positive mic- 
rostructure and by applying, onto said original, layer upon 
layer of different materials (11,12,13,14) and/or mixtures of 
materials for building up and producing said matrix, and 
thereafter said matrix (1) is either removed from said origi- 
nal (3) or the material building up said original (3) is re- 
moved, characterized by the following combinations of featu- 
res in order to manufacture a microstructure related surface 
section of the matrix, that has a sharp negative microstruc- 
ture; 

a. that said surface section (3a) related to the original is 
caused to display a sharp microstructure, 

b- that said first matrix related layer (11) is selected from 
a material having exceptionally good properties as regards 
to the ability of the produced plastic components to 
release from the matrix surface (11) after moulding, 
curing or polymerisation, 
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c. that said selected material, according to "b", also 
exposes exceptionally good properties as regards to 
retaining the pattern on the negative microstructured 
surface section related to said first layer (11), 

d. that said first layer (11) is also chosen from a material 
exposing low friction properties towards produced plastic 
components/ 

e. that as said material in said first layer (11) is chosen a 
crystalline diamond, a DLC, a nitride, a carbide and the 
like, 

f. that said first layer (11) is applied onto said original 
in a thickness of 0,1 - lOOum and 

g. that a second material layer (12, 13) , having good 
adhesive capability to the first material layer (11), is 
applied onto said first material layer (11) - 

2. A method as claimed in claim 1, characterized in that 
said second material layer (12) consists of titanium and/or 
chromium. 

3. A method as claimed in claim 1, characterized in that said 
second material layer (12) is applied in a thickness of 0,05 
- 2,0 urn . 

A> A method as claimed in claim 1/ characterized in that a 
third material layer (13), with good adhesive capability to 
said second material layer (12), is applied onto the second 
layer (12) . 

5. A method as claimed in claim 4, characterized in that said 
third material layer (13) consists of nickel. 
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6* A method as claimed in claim 4 or 5, characterized in that 
said third material layer (13) is applied in a thickness of 
0,05 - 2,0 urn. 

7. A method as claimed in claim 1 or 4, characterized in 
that said second material layer and said third material layer 
are combined to a intermediately" oriented layer, having a 
high DLC, titanium and/or chromium concentration at a 
boundary surface against said first material layer and a high 
nickel concentration at a boundary surface against a bulk 
material/ in the form of a fourth layer (14), serving as 
mechanical support. 

8. A method as claimed in claim 1, characterized in that 
said first material layer (11) is chosen having a thickness 
of 1-15 urn. 

9. A method as claimed in claim 1, characterized in that a 
treated silicon disc, with a chosen microstructure, is 
selected as an original, and in that said silicon disc is 
removed by means of a basic etching. 

10. A method as claimed in claim 9, characterized in that 
KOH, NaOH or the like is selected for said basic etching. 

11. A method as claimed in claim 1, characterized in that a 
mixture of DLC or the equivalent and nickel is selected as 
said second material layer (12) . 

12. A method as claimed in claim 1, characterized in that 
said second material layer (12) is chosen having a thickness 
of 0, 05 -1,0 uitu 
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13. A method as claimed in claim 1 or 4, characterized in 
that only nickel is selected as said third material layer. 

14. A method as claimed in claim 1, 4 or 13 characterized in 
that said third material layer is chosen having a thickness 
of 0,05 - 1,0 vim. 

15. A method as claimed in claim 1 or 4, characterized in 
that a plating of a nickel material is chosen as a fourth 
material layer. 

16* A method as claimed in claim 15, characterized in that 
said fourth material layer is chosen with a thickness 
appropriate for an application. 

17. A method as claimed in claim 1, characterized in that a 
DLC layer is applied by means of a sputtering process - 

18. A method as claimed in claim 1, characterized in that the 
second material layer is applied by means of a sputtering 
process . 

19. A method as claimed in claim 4, characterized in that the 
third material layer is applied by means of a sputtering 
process „ 

20. A method as claimed' in claim 1 or 4, characterized in 
that the second and the third material layers are applied by 
means of a sputtering process. 
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21. A matrix manufactured according to one or more of the 
preceeding method claims 1 to 20. 
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